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【はじめに】アモルファス窒化炭素（a-CNx）薄膜は、耐摩耗性など優れた機械的特性を有するこ

とからコーティング材料として応用されている材料であるが、我々は a-CNx 薄膜が半導体的性質

を有することを見出し、その光学的・電気的特性の解明を目指した研究を行っている。これまで

a-CNx薄膜に光を照射することにより、一時的な体積収縮が起こることを報告した [1]。この光誘

起体積変化は a-CNx 薄膜をコーティング材料や太陽電池等へ応用する際の膜の剥離や劣化の原因

となりうるため、その起源を明らかにすることは重要である。本研究では、光誘起体積変化の波

長依存性を調べた結果を報告する。 

【実験方法】a-CNx薄膜は反応性高周波マグネトロンスパッタ法を用いて作製した。ターゲットに

はグラファイト、反応ガスには窒素ガスを使用した。投入電力を 85 W、ガス流量を 3 sccm、反応

圧力を 0.12 Torrとし、基板温度を 200 ℃から 600 ℃まで変化させ、溶融石英および Si(100)上に

化学結合状態の異なる 4 種類の試料を作製した。光照射時の試料の曲がり量から光誘起体積変化

を評価した。照射光は 150 W の Xeランプを用い、370 nmから 700 nmまでを 10 nm刻みで分光し

た。 

【結果・考察】図 1 に、入射光エネルギーに対す

る試料の曲がり量（p）の関係を示す。pは入射フ

ォトン数で規格化されている。光を照射した際の

基板の曲がり方向は全て膜が縮む方向であった。

各基板温度で成膜した試料全てにおいて約 3 eV以

上で、p の急な立ち上がりが見られた。この傾向

は光伝導度の入射光エネルギーに対する変化とよ

く一致しており[2]、a-CNx 薄膜の*間の吸収に

よるものであると考えられる。また、p の大きい

試料では光伝導度[3]が低いということがわかった。 
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Fig. 1 p as a function of photon energy 
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